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１．緒言 

 PID (Potential Induced Degradation)は、太陽電池

モジュール(モジュール)のフレームとセルの間に

高電圧が印加されることによって発電出力が低下

する劣化現象である。本研究では、PID の抑制を

目的に、モジュールに高抵抗ガラス層を形成して、

実験及び解析で評価を行っている。高抵抗ガラス

層を形成したモジュールでは、高抵抗ガラス層を

形成していないモジュールと比較して、PID が起

こり難い実験結果を得た[1]。そして、高抵抗ガラ

ス層による電気的な効果を検証するために、モジ

ュール内部の電界および電流分布の解析を行って

いる。これらの内、本稿では、電界解析について

記載する。 

２．モジュールの電界解析 

結晶シリコン系セルを用いたモジュールの端

部約 5 mmの二次元断面モデルにおいて、カバー

ガラス表面に密着設置した仮想電極に 0 Vを、フ

ィンガー電極および裏面電極に-100 Vを印加して、

電界分布を解析した。カバーガラスと封止材の界

面に、厚さ 100 nmの高抵抗ガラス層を挿入した

モデル(a)と、高抵抗ガラス層を挿入していない従

来モジュール構造モデル(b)の解析結果を図1に示

す。図 1(a)より、高抵抗ガラス層の電界が強くな

ることが分かる。これは、カバーガラス(1E+13 Ω

cm)、封止材(2E+13 Ωcm)と比較して高抵抗ガラ

ス(1E+18 Ωcm)の体積抵抗率が高いからである。

これにより、他の太陽電池部材に印加される電界

は弱まっており、カバーガラス、セル受光面側封

止材、反射防止膜(ARC、1E+14 Ωcm)内部の電界

が弱まることが、図 1(a)と(b)を比較することで分

かる。電界が弱まることにより、カバーガラス等

に含まれるナトリウムのセルへの移動(到達)が遅

延または抑制されると考える。 

３．結言 

モジュールへの高抵抗ガラス層の挿入が、PID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 高抵抗ガラス層あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 高抵抗ガラス層なし 

図 1 モジュール断面の電界解析結果 

抑制に対して電気的に効果を持つことを解析で明

らかにした。また、従来のモジュールに高抵抗ガ

ラス層を挿入するだけでPIDを抑制できる簡便性

は、本技術の特徴である。今後は、高抵抗ガラス

層や封止材の体積抵抗率を変動させて詳細に評価

を行う。 
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